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本发明关于用于处理基板的设备，包含支撑

单元、盖体、第一气体注入单元、第二气体注入单

元、清除气体单元及旋转单元，支撑单元用以支

撑基板，盖体在向上方向上与支撑单元分离，第

一气体注入单元耦接于盖体以将第一气体注入

至第一区域中，第二气体注入单元耦接于盖体以

将第二气体注入至第二区域中，清除气体单元耦

接于盖体以将清除气体注入至第三区域中，第三

区域设置于第一区域与第二区域之间，旋转单元

用以使支撑单元旋转。
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1.一种用于处理基板的设备，该设备包含：

一支撑单元，用以支撑一基板；

一盖体，在向上方向上与该支撑单元分离；

一第一气体注入单元，耦接于该盖体以将一第一气体注入至一第一区域中；

一第二气体注入单元，耦接于该盖体以将一第二气体注入至一第二区域中；

一清除气体单元，耦接于该盖体以将一清除气体注入至一第三区域中，该第三区域设

置于该第一区域与该第二区域之间；以及

一旋转单元，用以使该支撑单元旋转，

其中

该旋转单元使得该支撑单元旋转以使得该基板在该第一区域与该第二区域之间移动，

当在该第一区域中执行使用该第一气体的工艺且在该第二区域中执行使用该第二气体的

工艺时，该旋转单元使该支撑单元停止旋转，并且

该第一气体注入单元的底面与该支撑单元分离的距离短于该第二气体注入单元的底

面与该支撑单元分离的距离。

2.如权利要求1所述的设备，其中

该第二气体注入单元的底面在该向上方向上与该盖体的底面分离，并且

该第一气体注入单元的底面在相对该向上方向的向下方向上与该盖体的底面分离。

3.如权利要求1所述的设备，其中该第二气体注入单元的底面与该支撑单元分离的距

离为该第一气体注入单元的底面与该支撑单元分离的距离的3至15倍。

4.如权利要求1所述的设备，其中该第一气体注入单元将该第一气体注入至该第一区

域中，该第一区域的容积小于供该第二气体注入单元注入该第二气体的该第二区域的容

积。

5.如权利要求1所述的设备，其中

该第一气体注入单元包含：

一模块主体，耦接于该盖体；以及

多个第一注入孔，提供于该模块主体中以将该第一气体注入至该第一区域中，并且

其中该第二气体注入单元包含：

一第一电极，形成有注入该第二气体的多个第二注入孔，该第一电极耦接于多个突出

电极；以及

一第二电极，在对应于所述突出电极的位置提供有多个开口。

6.如权利要求5所述的设备，其中该第二气体注入单元将该第二气体注入至一分离空

间中，该分离空间介于该第一电极与该第二电极之间。

7.如权利要求1所述的设备，其中该清除气体单元的底面与该支撑单元分离的距离短

于该第一气体注入单元的底面与该支撑单元分离的距离。

8.如权利要求1所述的设备，其中该清除气体单元的底面及该第一气体注入单元的底

面以相同的距离与该支撑单元分离。

9.如权利要求1所述的设备，其中该支撑单元包含一安装件，该安装件在该向上方向上

从该支撑单元的顶面突出，以将该基板的顶面放置于与该支撑单元的顶面分离的位置。

10.如权利要求1所述的设备，还包含一突出件，该突出件设置于该第三区域中以在该

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 113785086 A

2



向上方向上从该支撑单元的顶面突出。

11.如权利要求10所述的设备，其中该突出件包含：

一第一气体槽，提供于该第一区域与该第三区域之间；以及

一第二气体槽，提供于该第一区域与该第二区域之间。

12.如权利要求1所述的设备，还包含一突出件，该突出件设置于该第三区域中以在该

向上方向上从该支撑单元的顶面突出，

其中

该支撑单元包含一安装件，该安装件与该突出件分离以在该向上方向上从该支撑单元

的顶面突出，

该突出件包含一第一气体槽及一第二气体槽，该第一气体槽提供于该第一区域与该第

三区域之间，该第二气体槽提供于该第一区域与该第二区域之间，并且

该突出件及该安装件各包含面对该第一气体槽及该第二气体槽的外表面。

13.如权利要求1所述的设备，其中

该清除气体单元包含一清除主体，该清除主体在该向上方向上与该第三区域分离并耦

接于该盖体，

该清除主体包含一第一清除主体及一第二清除主体，该第一清除主体对应于该第三区

域中的中心区域，该第二清除主体设置于该第三区域中的供该基板在从该第一区域移动至

该第二区域时通过的一区域，并且

一等离子体产生机构，耦合于该第二清除主体，该等离子体产生机构产生等离子体。

14.如权利要求1所述的设备，其中

该清除气体单元包含一清除主体，该清除主体在该向上方向上与该第三区域分离并耦

接于该盖体，

该清除主体包含一第一清除主体及一第三清除主体，该第一清除主体对应于该第三区

域中的中心区域，该第三清除主体设置于该第三区域中的供该基板在从该第二区域移动到

该第一区域时通过的另一区域，并且

一窗体，耦接于该第三清除主体，该窗体用以测量通过该另一区域的基板的温度。

15.如权利要求1所述的设备，其中该旋转单元在基板从该第一区域移动至该第二区域

时，使该支撑单元相对于该支撑单元的旋转轴以一固定旋转角度旋转，并且在该基板从该

第二区域移动至该第一区域时，使该支撑单元以不同于该固定旋转角度的一可变旋转角度

旋转。

16.如权利要求1所述的设备，其中

该支撑单元支撑多个基板，

该第一气体注入单元包含：

多个第一注入模块，将该第一气体注入至设置有所述基板的该第一区域中；

一第一注入主体，耦接于所述第一注入模块；以及

一第一密封件，用以密封该第一注入主体与该盖体之间的间隙，并且

其中该第一密封件围绕所述第一注入模块的多个外侧部分。
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用于处理基板的设备

技术领域

[0001] 本发明关于在基板上进行如沉积工艺及蚀刻工艺的工艺的基板处理设备。

背景技术

[0002] 一般而言，为了制造太阳能电池、半导体装置、平板显示器装置等，需要在基板上

形成薄膜层、薄膜电路图案(thin‑film  circuit  pattern)或光学图案(optical 

pattern)。为此，需要在基板上执行工艺，工艺的示例包含沉积工艺、曝光工艺(photo 

process)、蚀刻工艺等，其中沉积工艺将含有特殊材料的薄膜沉积于基板上，曝光工艺使用

感光材料选择性曝光(expose)薄膜的一部分，蚀刻工艺将薄膜中选择性曝光的一部分移除

以形成图案。此种工艺通过基板处理设备在基板上进行。

[0003] 已知的基板处理设备包含基板支撑单元、旋转单元、第一气体注入单元及第二气

体注入单元，其中基板支撑单元支撑基板，旋转单元使基板支撑单元相对于其旋转轴连续

地旋转，第一气体注入单元朝向基板支撑单元的第一注入空间注入第一气体，第二气体注

入单元朝向基板支撑单元的第二注入空间注入第二气体。

[0004] 当第一气体注入单元将第一气体注入至第一注入空间且第二气体注入单元将第

二气体注入至第二注入空间时，旋转单元使得基板支撑单元连续地旋转，而使得基板依序

且重复地通过第一注入空间及第二注入空间。因此，会在第一注入空间中进行使第一气体

吸附至基板上的吸附工艺，接着，吸附至基板上的第一气体与第二气体注入单元所注入的

第二气体反应，从而进行将薄膜沉积于基板上的沉积工艺。据此，薄膜通过原子层沉积

(atomic  layer  deposition，ALD)工艺沉积在基板上。

[0005] 于此，已知的基板设备被实施为使得旋转单元将基板支撑单元连续地旋转，因此

吸附工艺在基板旋转的状态下进行。

[0006] 因此，在已知的基板设备中，由于在基板连续地旋转时产生的离心力，因此在第一

注入空间中无法正常地进行吸附工艺。

[0007] 因此，在已知的基板设备中，在基板的上部，第二注入空间中未吸附至基板的第一

气体会与第二气体注入单元所注入的第二气体反应，因此薄膜通过化学气相沉积

(chemical  vapor  deposition，CVD)工艺沉积在基板上，进而造成沉积于基板上的薄膜的

薄膜质量下降的问题。

发明内容

[0008] 【技术问题】

[0009] 本发明旨在解决上述问题并提供基板处理设备以防止沉积于基板上的薄膜的品

质下降。

[0010] 【技术手段】

[0011] 为了达成上述目的，本发明可包含以下要素。

[0012] 根据本发明的用于处理基板的设备可包含支撑单元、盖体、第一气体注入单元、第
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二气体注入单元、清除气体单元及旋转单元，支撑单元用以支撑基板，盖体在向上方向上与

支撑单元分离地设置，第一气体注入单元耦接于盖体以将第一气体注入至第一区域中，第

二气体注入单元耦接于盖体以将第二气体注入至第二区域中，清除气体单元耦接于盖体以

将清除气体注入至第三区域中，第三区域设置于第一区域与第二区域之间，旋转单元用以

使支撑单元旋转。旋转单元可使得支撑单元选转，而使得基板在第一区域与第二区域之间

移动，当在第一区域中进行使用第一气体的工艺且在第二区域中进行使用第二气体的工艺

时，旋转单元可使支撑单元停止旋转。第一气体注入单元的底面与支撑单元分离的距离短

于第二气体注入单元的底面与支撑单元分离的距离。

[0013] 【有利功效】

[0014] 根据本发明，可获得以下功效。

[0015] 本发明被实施为使得基板经由支撑单元的旋转而在第一区域与第二区域之间移

动，并同时在支撑单元停止旋转的状态下进行使用第一气体的工艺及使用第二气体的工

艺。因此，本发明可提高使用原子层沉积(atomic  layer  deposition，ALD)工艺在基板上沉

积薄膜的工艺的稳定性，从而提高薄膜的质量。

[0016] 附图简单说明

[0017] 图1为根据本发明的基板处理设备的立体分解示意图。

[0018] 图2为图1中沿线I‑I截取的根据本发明的基板处理设备的侧剖示意图。

[0019] 图3为根据本发明的基板处理设备中的支撑单元的平面示意图。

[0020] 图4为根据本发明的基板处理设备中的盖体的平面示意图。

[0021] 图5为图1中沿线I‑I截取的根据本发明的基板处理设备中设置有第一气体注入单

元及第二气体注入单元的一实施例的侧剖示意图。

[0022] 图6及图7为根据本发明的基板处理设备中的注入模块的一实施例的平面示意图。

[0023] 图8为图1中沿线Ⅱ‑Ⅱ截取的根据本发明的基板处理设备中清除气体单元的平面

剖视图。

[0024] 图9为图1中沿线I‑I截取的根据本发明的基板处理设备中设置有清除气体单元的

一实施例的侧面剖视示意图。

[0025] 图10至图12为根据本发明的基板处理设备中的支撑单元的平面示意图。

[0026] 图13为图12中沿线Ⅲ‑Ⅲ截取的根据本发明的基板处理设备中的支撑单元的平面

剖视图。

[0027] 实施方式

[0028] 以下将参考附图详细描述根据本发明的基板处理设备的一实施例。

[0029] 请参考图1及图2，根据本发明的基板处理设备1在基板S上执行工艺。基板S可为玻

璃基板、硅基板、金属基板等基板。根据本发明的基板处理设备1可进行将薄膜沉积于基板S

上的沉积工艺及将沉积于基板S的薄膜的一部分移除的蚀刻工艺。以下，将描述根据本发明

的基板处理设备1进行沉积工艺的一实施例，而将根据本发明的基板处理设备1实施为进行

如蚀刻工艺的另一工艺的一实施例对于本领域的普通技术人员为显而易见的。

[0030] 根据本发明的基板处理设备1可包含支撑单元2、盖体3、第一气体注入单元4、第二

气体注入单元5、清除气体单元6及旋转单元7。

[0031] 支撑单元2支撑基板S。支撑单元2可耦接于腔体1a的内部，腔体1a提供执行工艺的

说　明　书 2/10 页

5

CN 113785086 A

5



处理空间。处理空间可设置于支撑单元2与盖体3之间。基板入口(未绘示)可耦接于腔体1a。

基板S可通过基板入口并经由使用装载设备(未绘示)装载至腔体1a中。当工艺完成时，基板

S可通过基板入口并经由使用卸除设备(未绘示)卸除至腔体1a的外侧。用以将处理空间中

的气体排放至外侧的排放件1b(绘示于图2)可耦接于腔体1a。

[0032] 支撑单元2可包含供基板S安装的安装件21。

[0033] 安装件21可设置于支撑单元2与盖体3之间并可耦接于支撑单元2。也就是说，安装

件21可耦接于支撑单元2的顶面2a。基板S可安装于安装件21以相对于安装件21在向上方向

UD上突出。向上方向UD可为从支撑单元21至盖体3的方向。尽管未绘示，但安装件21可包含

供基板S插设的安装槽(未绘示)。在此情况下，基板S可插入安装槽，因此可安装于安装件

21。安装件21及支撑单元2可被提供为一体。

[0034] 安装件21在向上方向UD上从支撑单元2的顶面2a突出。因此，基板S的顶面可设置

于在向上方向UD上与支撑单元2的顶面2a分离的位置。因此，根据本发明的基板处理设备1

可在将气体从处理空间排放至腔体1a的外侧的工艺中提供防止气体朝向基板S的顶面渗透

的限制力(restraint  force)。因此，根据本发明的基板处理设备1可提高完成工艺的基板S

的质量。

[0035] 支撑单元2可包含提供为多个的安装件21。因此，支撑单元2可被实施为支撑提供

为多个的基板S。安装件21可彼此分离地设置。因此，基板S可彼此分离地设置。

[0036] 请参考图1及图2，盖体3在向上方向UD上与支撑单元2分离。盖体3可耦接于腔体1a

以覆盖腔体1a的上部。如图1所示，盖体3及腔体1a可被实施为六边形结构，但不限于此，并

且可被实施为如圆柱结构、椭圆结构或八边形结构的多边形结构。

[0037] 请参考图1至图5，第一气体注入单元4注入第一气体。第一气体注入单元4可耦接

于盖体3并可在向上方向UD上与支撑单元2分离。第一气体注入单元4可经由多个第一注入

孔注入第一气体。第一气体注入单元4可将第一气体注入至第一区域A1中(绘示于图3)。因

此，使用第一气体的工艺可在第一区域A1中进行。第一区域A1可为供第一气体注入的区域

并可为设置于支撑单元2与第一气体注入单元4之间的区域。第一气体注入单元4的底面4a

可相对于第一区域A1设置在向上方向UD上。第一气体注入单元4的底面4a可为第一气体注

入单元4中位于向下方向DD上的表面。向下方向DD可与向上方向UD相对。第一气体注入单元

4可经由软管、管体及/或类似物连接于供应单元10(绘示于图2)。供应单元10提供第一气

体。第一气体可为组成沉积于基板S上的薄膜的原材料(source  material)的前驱物。

[0038] 第一气体注入单元4可包含注入第一气体的第一注入模块41(绘示于图4)。

[0039] 第一注入模块41将第一气体注入至第一区域A1中。第一注入模块41可经由第一注

入孔将第一气体注入至第一区域A1中。第一注入模块41可耦接于第一气体注入单元4所包

含的第一注入主体42(绘示于图4)。第一注入主体42耦接于盖体3。第一注入模块41可经由

第一注入主体42耦接于盖体3。第一注入模块41可被提供为具有大于基板S的尺寸的尺寸。

[0040] 提供为多个的第一注入模块41可耦接于第一注入主体42。在此情况下，这些基板S

可设置于第一区域A1中。因此，根据本发明的基板处理设备1可经由使用各个第一注入模块

41所注入的第一气体在第一区域A1中的这些基板S上执行工艺，从而提高使用第一气体的

工艺的处理速率(processing  rate)。2N(其中N为大于0的整数)个第一注入模块41可耦接

于第一注入主体42。
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[0041] 第一气体注入单元4可包含第一密封件43(绘示于图4)。

[0042] 第一密封件43密封位于第一注入主体42与盖体3之间的间隙。当多个第一注入模

块41耦接于第一注入主体42时，第一密封件43可被设置为围绕第一注入模块41的外部。也

就是说，第一注入模块41可自第一密封件43向内设置。因此，在根据本发明的基板处理设备

1中，第一密封件43可不位于这些第一注入模块41之间，从而减小这些第一注入模块41之间

的间隔41D(绘示于图4)。因此，可减小第一气体注入单元4的尺寸，因此根据本发明的基板

处理设备1可被实施为使整体小型化尺寸能够实现。

[0043] 请参考图1至图5，第二气体注入单元5注入第二气体。第二气体注入单元5可耦接

于盖体3并可在向上方向UD上与支撑单元2分离。相对于清除气体单元6，第二气体注入单元

5可设置为与第一气体注入单元4相对。

[0044] 第二气体注入单元5可经由多个第二注入孔注入第二气体。第二气体注入单元5可

将第二气体注入至第二区域A2中(绘示于图3)。因此，使用第二气体的工艺可在第二区域A2

中进行。第二区域A2可为供第二气体注入的区域并可为设置于支撑单元2与第二气体注入

单元5之间的区域。第二气体注入单元5的底面5a可相对于第二区域A2设置在向上方向UD

上。第二气体注入单元5的底面5a可为第二气体注入单元5中位于向下方向DD上的表面。第

二区域A2可设置于与第一区域A1分离的位置。第二气体注入单元5可经由软管、管体及/或

类似物连接于供应单元10(绘示于图2)。尽管未绘示，但供应单元10可包含提供第一气体的

第一供应机构及提供第二气体的第二供应机构。第一供应机构可连接于第一气体注入单元

4并可将第一气体提供至第一气体注入单元4。第二供应机构可连接于第二气体注入单元5

并可将第二气体提供至第二气体注入单元5。当第一气体为来源气体(source  gas)时，第二

气体可为反应气体(reactant  gas)。

[0045] 第二气体注入单元5可包含注入第二气体的第二注入模块51(绘示于图4)。

[0046] 第二注入模块51将第二气体注入至第二区域A2中。第二注入模块51可经由第二注

入孔将第二气体注入至第二区域A2中。第二注入模块51可耦接于第二气体注入单元5所包

含的第二注入主体52(绘示于图4)。第二注入主体52耦接于盖体3。第二注入模块51可经由

第二注入主体52耦接于盖体3。第二注入模块51可被提供为具有大于基板S的尺寸的尺寸。

[0047] 提供为多个的第二注入模块51可耦接于第二注入主体52。在此情况下，这些基板S

可设置于第二区域A2中。因此，根据本发明的基板处理设备1可经由使用各个第二注入模块

51所注入的第二气体在第二区域A2中的这些基板S上执行工艺，从而提高使用第二气体的

工艺的处理速率(processing  rate)。2N个第二注入模块51可耦接于第二注入主体52。第二

注入模块51与第一注入模块41的数量可为相同的。

[0048] 第二气体注入单元5可包含第二密封件53(绘示于图4)。

[0049] 第二密封件53密封位于第二注入主体52与盖体3之间的间隙。当多个第二注入模

块51耦接于第二注入主体52时，第二密封件53可被设置为围绕第二注入模块51的外部。也

就是说，第二注入模块51可自第二密封件53向内设置。因此，在根据本发明的基板处理设备

1中，第二密封件53可不位于这些第二注入模块51之间，从而减小这些第二注入模块51之间

的间隔51D(绘示于图4)。因此，可减小第二气体注入单元5的尺寸，因此根据本发明的基板

处理设备1可被实施为使整体小型化尺寸能够实现。

[0050] 请参考图5，第二气体注入单元5的底面5a可与支撑单元2分离一距离而设置，此距
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离大于第一气体注入单元4的底面4a与支撑单元2分离的距离。举例而言，第一气体注入单

元4的底面4a与支撑单元2分离的第一分离距离L1可被设定为短于第二气体注入单元5的底

面5a与支撑单元2分离的第二分离距离L2。因此，即使经由第二气体注入单元5注入的第二

气体的流速高于经由第一气体注入单元4注入的第一气体的流速，根据本发明的基板处理

设备1仍可被实施为降低第一区域A1与第二区域A2之间的分压差。分压表示由混合气体中

各个成分所代表的压力，其与气体流速呈正比，与气体注入的区域的尺寸呈反比。因此，在

根据本发明的基板处理设备1中，相较于第一区域A1，第二区域A2可被形成为具有较大的尺

寸，从而即使在以高于第一气体的流速的流速注入第二气体时仍可降低第一区域A1与第二

区域A2之间的分压差。因此，根据本发明的基板处理设备1在使用第一气体及第二气体的工

艺中可防止第一气体渗透至第二区域A2中并可防止第二气体渗透至第一区域A1中，因此可

提高在第一区域A1中使用第一气体的工艺的完成程度并可提高在第二区域A2中使用第二

气体的工艺的完成程度。因此，根据本发明的基板处理设备1可防止薄膜质量因第一气体及

第二气体的混合而下降，从而提高完成工艺的基板的质量。

[0051] 请参考图5，第二气体注入单元5的底面5a可在向上方向UD上与盖体3的底面3a分

离。在此情况下，第一气体注入单元4的底面4a可在向下方向DD上与盖体3的底面3a分离。因

此，由于相较于第一区域A1，第二区域A2可被实施为具有较大的尺寸，因此即使在以高于第

一气体的流速的流速将第二气体注入至支撑单元2时，根据本发明的基板处理设备1仍可降

低第一区域A1与第二区域A2之间的分压差。盖体3的底面3a可为盖体3在向下方向DD上的表

面。

[0052] 尽管未绘示，但当第二气体注入单元5的底面5a在向上方向UD上与盖体3的底面3a

分离时，第一气体注入单元4的底面4a与盖体3的底面3a可设置于相同的高度。因此，由于相

较于第一区域A1，第二区域A2可被实施为具有较大的尺寸，因此根据本发明的基板处理设

备1可降低第一区域A1与第二区域A2之间的分压差。

[0053] 第二气体注入单元5的底面5a与支撑单元2分离的距离可为第一气体注入单元4的

底面4a与支撑单元2分离的距离的3至15倍。在此情况下，第二气体注入单元5的底面5a与支

撑单元2分离的距离可等于或小于第一气体注入单元4的底面4a与支撑单元2分离的距离的

3至15倍。举例而言，第一分离距离L1可设定为大于0毫米且小于等于5毫米，第二分离距离

L2可设定为3毫米至15毫米。因此，由于相较于第一区域A1，第二区域A2可被实施为具有较

大的尺寸，因此即使以高于第一气体的流速的流速将第二气体注入至支撑单元2，根据本发

明的基板处理设备1仍可降低第一区域A1与第二区域A2之间的分压差。

[0054] 第二气体注入单元5可将第二气体注入至第二区域A2中，且第二区域A2相较于供

第一气体注入单元4注入第一气体的第一区域A1具有较大的容积。因此，即使在以高于第一

气体的流速的流速将第二气体注入至支撑单元2时，根据本发明的基板处理设备1仍可降低

第一区域A1与第二区域A2之间的分压差，因此可防止第一气体渗透至第二区域A2中并可防

止第二气体渗透至第一区域A1中。

[0055] 以下将参考图4至图7详细说明对应于第二注入模块51(绘示于图4)及第一注入模

块41(绘示于图4)的注入模块30的一实施例。

[0056] 如图6所示，注入模块30可包含模块主体31、多个注入孔32及传输孔33，多个注入

孔32朝向支撑单元2注入气体，传输孔33连接注入孔32。传输孔33可连接供应单元10(绘示
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于图2)。因此，供应单元10(绘示于图2)所提供的气体在沿着传输孔33流动的同时可经由注

入孔32被注入至支撑单元2。尽管未绘示，但可有一等离子体产生单元连接注入模块30。在

此情况下，注入模块30可使用等离子体激励气体并可将激励的气体朝向支撑单元2注入。

[0057] 如图7所示，注入模块30可包含第一电极34及第二电极35。多个突出电极36可形成

于第一电极34中。多个电极孔37可形成于第二电极35中。第一电极34及第二电极35可被设

置为使得突出电极36分别插入电极孔37。在此情况下，注入孔32及传输孔33可形成于第一

电极34中。当突出电极36接地且等离子体电源(plasma  power)施加于第二电极35时，注入

模块30可产生等离子体。因此，注入模块30可使用等离子体激励形成于第一电极34与第二

电极35之间的分离空间38中的气体。已依序通过传输孔33及注入孔32的气体可在分离空间

38中被激励并可朝向支撑单元2被注入。

[0058] 第一气体注入单元4及第二气体注入单元5可被实施为包含不同种类的注入模块

30。举例而言，第一气体注入单元4可包含如图6所示的喷头型(showerhead  type)的注入模

块30，第二气体注入单元5可包含如图7所示的电极结构型的注入模块30。举例而言，第一气

体注入单元4可包含如图7所示的电极结构型的注入模块30，第二气体注入单元5可包含如

图6所示的喷头型的注入模块30。

[0059] 当第一气体注入单元4包含喷头型的注入模块30且第二气体注入单元5包含电极

结构型的注入模块30时，根据本发明的基板处理设备1可被实施为使得第二气体注入单元5

将第二气体注入至分离空间38中。因此，根据本发明的基板处理设备1可被实施为可经由分

离空间38确保用于第二气体的额外的注入空间，因此即使第二气体的流速增加，第一区域

A1与第二区域A2之间的分压差仍会减少。

[0060] 第一气体注入单元4及第二气体注入单元5可被实施为包含相同种类的注入模块

30。举例而言，各个第一气体注入单元4及第二气体注入单元5可包含如图6所示的喷头型的

注入模块30。举例而言，各个第一气体注入单元4及第二气体注入单元5可包含如图7所示的

电极结构型的注入模块30。

[0061] 请参考图1至图10，清除气体单元6注入清除气体。清除气体单元6可将清除气体注

入至第三区域3中，因此可分隔第一区域A1及第二区域A2。因此，清除气体单元6可防止注入

第一区域A1的第一气体与注入第二区域A2的第二气体混合。第三区域A3可设置于第一区域

A1与第二区域A2之间。第三区域A3可为供清除气体注入的区域并可为设置于支撑单元2与

清除气体单元6之间的区域。清除气体单元6的底面6a可在向上方向UD上与第三区域A3相对

地设置。清除气体单元6的底面6a可为清除气体单元6中位于向下方向DD上的表面。清除气

体单元6可经由软管、管体及/或类似物连接供应单元10(绘示于图2)。尽管未绘示，但供应

单元10可包含提供清除气体的第三供应机构。第三供应机构可连接清除气体单元6并可将

清除气体提供至清除气体单元6。

[0062] 请参考图9，清除气体单元6的底面6a与支撑单元2分离的距离可短于第一气体注

入单元4的底面4a与支撑单元2分离的距离。因此，在根据本发明的基板处理设备1中，清除

气体单元6可较第一气体注入单元4更加地朝向支撑单元2突出，从而经由使用清除气体的

气体屏障以及使用清除气体单元6的配置(arrangement)的实体屏障来提高使用清除气体

单元6分隔第一区域A1及第二区域A2的分隔倾向(division  force)。因此，根据本发明的基

板处理设备1可增加防止注入第一区域A1的第一气体与注入第二区域A2的第二气体混合的
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预防力(preventive  force)，从而降低薄膜质量因气体的混合而下降的程度。清除气体单

元6的底面6a与支撑单元2分离的距离可短于第二气体注入单元5的底面5a与支撑单元2分

离的距离。

[0063] 清除气体单元6的底面6a可设置为从盖体3的底面3a以第一突出距离突出。在此情

况下，第一气体注入单元4的底面4a可设置为从盖体3的底面3a以第二突出距离突出，且第

二突出距离短于第一突出距离。因此，在根据本发明的基板处理设备1中，清除气体单元6可

较第一气体注入单元4更加地朝向支撑单元2突出，从而提高使用清除气体单元6分隔第一

区域A1及第二区域A2的分隔倾向。尽管未绘示，但第二气体注入单元5的底面5a可设置为从

支撑单元2以第三突出距离突出，且第三突出距离短于第二突出距离。

[0064] 清除气体单元6的底面6a及第一气体注入单元4的底面4a可以相同的距离与支撑

单元2分离。举例而言，清除气体单元6的底面6a及第一气体注入单元4的底面4a可设置于与

盖体3的底面3a的高度相同的高度。清除气体单元6的底面6a及第二气体注入单元5的底面

5a可设置于与盖体3的底面3a的高度相同的高度。

[0065] 请参考图1至图11，旋转单元7(绘示于图2)使支撑单元2旋转。旋转单元7可使支撑

单元2相对于支撑单元2的旋转轴20(绘示于图10)旋转。旋转单元7可使支撑单元2在第一旋

转方向R1(绘示于图10)上旋转。第一区域A1、第三区域A3、第二区域A2及第三区域A3可沿第

一旋转方向R1依序设置。随着旋转单元7使支撑单元2旋转，由支撑单元2支撑的基板S(绘示

于图3)可相对于支撑单元2的旋转轴20旋转。因此，由支撑单元2支撑的基板S可依序在第一

区域A1、第三区域A3及第二区域A2之间移动。

[0066] 在根据本发明的基板处理设备1的各个第一区域A1及第二区域A2中在多个基板S

上执行工艺的情况下，旋转单元7可运作如下。

[0067] 首先，如图10所示，旋转单元7可使得支撑单元2旋转，而使多个第一基板100位于

第一区域A1且使多个第二基板200位于第二区域A2。

[0068] 随后，当第一基板100位于第一区域A1且多个第二基板200位于第二区域A2时，旋

转单元7可使得支撑单元2停止。

[0069] 随后，第一气体注入单元4可将第一气体注入至第一区域A1中。因此，可在第一区

域A1中进行使第一气体吸附至第一基板100上的吸附工艺。在此情况下，第二气体注入单元

5可待命而不将第二气体注入至第二区域A2。

[0070] 随后，如图11所示，当在第一基板100上进行的吸附工艺完成时，旋转单元7可使支

撑单元2旋转而使第二基板200位于第一区域A1并使第一基板100位于第二区域A2。在此情

况下，第一基板100在从第一区域A1移动至第二区域A2的过程中可通过第三区域A3。因此，

可通过清除气体单元6注入的清除气体来移除未吸附于第一基板100上的第一气体。在此情

况下，第二基板200可在从第二区域A2移动至第一区域A1的过程中通过第三区域A3。

[0071] 随后，当第二基板200位于第一区域A1且第一基板100位于第二区域A2时，旋转单

元7可使得支撑单元2停止。

[0072] 随后，第一气体注入单元4可将第一气体注入至第一区域A1中。因此，可在第一区

域A1中进行使第一气体吸附至第二基板200上的吸附工艺。在此情况下，第二气体注入单元

5可将第二气体注入至第二区域A2中。因此，可在第二区域A2中通过将吸附于第一基板100

上的第一气体与第二气体注入单元5所注入的第二气体反应来进行将薄膜沉积于第一基板
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100上的沉积工艺。因此，薄膜可通过原子层沉积工艺沉积于第一基板100上。因此，根据本

发明的基板处理设备1可被实施为使得第二区域A2形成为具有大于第一区域A1的尺寸的尺

寸，因此即使在以高于第一气体的流速的流速注入第二气体时仍可减少第一区域A1与第二

区域A2之间的分压差。因此，根据本发明的基板处理设备1可提供防止注入第二区域A2的第

二气体渗透至第一区域A1并防止注入第一区域A1的第一气体渗透至第二区域A2的限制力。

因此，根据本发明的基板处理设备1可提高在第一基板100上进行的沉积工艺的完成程度以

及在第二基板200上进行的吸附工艺的完成程度。在第一基板100进行的沉积工艺及在第二

基板200上进行的吸附工艺可同时进行。

[0073] 随后，如图10所示，当在第一基板100上进行的沉积工艺及在第二基板200上进行

的吸附工艺完成时，旋转单元7可使支撑单元2旋转而使第一基板100位于第一区域A1且使

第二基板200位于第二区域A2。在此情况下，第二基板200可在从第一区域A1移动至第二区

域A2的过程中通过第三区域A3。因此，可通过清除气体单元6注入的清除气体来移除未吸附

于第二基板200上的第一气体。在此情况下，第一基板100可在从第二区域A2移动至第一区

域A1的过程中通过第三区域A3。因此，可通过清除气体单元6注入的清除气体来移除未沉积

于第一基板100上的第二气体。

[0074] 随后，当第一基板100位于第一区域A1且第二基板200位于第二区域A2时，旋转单

元7使得支撑单元2停止。

[0075] 随后，第一气体注入单元4可将第一气体注入至第一区域A1中。因此，可在第一区

域A1中进行使第一气体吸附至沉积于第一基板100上的薄膜的吸附工艺。在此情况下，第二

气体注入单元5可将第二气体注入至第二区域A2中。因此，可在第二区域A2中通过将吸附于

第二基板200上的第一气体与第二气体注入单元5所注入的第二气体反应来进行将薄膜沉

积于第二基板200上的沉积工艺。因此，薄膜可通过原子层沉积工艺沉积于第二基板200上。

因此，根据本发明的基板处理设备1可被实施为使得第二区域A2形成为具有大于第一区域

A1的尺寸的尺寸，因此即使在以高于第一气体的流速的流速注入第二气体时仍可减少第一

区域A1与第二区域A2之间的分压差。因此，根据本发明的基板处理设备1可提供防止注入第

一区域A1的第一气体渗透至第二区域A2且防止注入至第二区域A2的第二气体渗透至第一

区域A1的限制力。因此，根据本发明的基板处理设备1可提高在第二基板200上进行的沉积

工艺的完成程度以及在第一基板100上进行的吸附工艺的完成程度。在第一基板100上进行

的吸附工艺及在第二基板200上进行的沉积工艺可同时进行。

[0076] 如上所述，旋转单元7可重复支撑单元2的旋转及停止旋转，而重复进行在第一基

板100上的吸附工艺及沉积工艺以及在第二基板200上的吸附工艺及沉积工艺。旋转单元7

可重复支撑单元2的旋转及停止旋转，而使吸附工艺及沉积工艺在各个第一基板100及第二

基板200上重复进行预定次数。在此情况下，在第一基板100进行的吸附工艺及沉积工艺的

次数与在第二基板200上进行的吸附工艺及沉积工艺的次数可被实施为相同的。为此，最

后，第二气体注入单元5可将第二气体注入至位于第二区域A2中的第二基板200，且在第一

区域A1中，第一气体注入单元4可待命而不将第一气体注入至第一基板100。

[0077] 如上所述，根据本发明的基板处理设备1可被实施为使得吸附工艺在第一区域A1

中进行且沉积工艺在第二区域A2中进行，因此可被实施为经由原子层沉积工艺来沉积薄

膜。在此情况下，第一区域A1及第二区域A2通过注入至第三区域A3的清除气体来分隔，从而
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防止薄膜质量因第一气体及第二气体的混合而下降。此外，根据本发明的基板处理设备1可

被实施为：使得第一基板100及第二基板200经由支撑单元2的旋转在第一区域A1与第二区

域A2之间移动，同时，吸附工艺及沉积工艺在支撑单元2停止旋转的状态下进行。因此，根据

本发明的基板处理设备1可提高经由原子层沉积工艺来沉积薄膜的工艺的稳定性，从而提

高薄膜的质量。

[0078] 当第一基板100从第一区域A1移动至第二区域A2时，旋转单元7可始终以固定旋转

角度相对于旋转轴20旋转支撑单元2。当第一基板100从第二区域A2移动至第一区域A1时，

旋转单元7可以相对于旋转轴20变化的可变旋转角度旋转支撑单元2。举例而言，固定旋转

角度可为180度，可变旋转角度可为相异于180度的角度。可变旋转角度可为181度、179度或

类似的角度。在此情况下，旋转单元7可依照180度、179度、180度及181度的顺序重复支撑单

元2的旋转及停止旋转。旋转单元7可依照180度、181度、180度及179度的顺序重复支撑单元

2的旋转及停止旋转。

[0079] 如上所述，根据本发明的基板处理设备1可被实施为：使得旋转单元7以可变旋转

角度将支撑单元2旋转，因此每当支撑单元2以可变旋转角度旋转时，可改变设置于第一区

域A1中的第一注入孔的下部及设置于第二区域A2中的第二注入孔的下部的第一基板100及

第二基板200的部分。因此，根据本发明的基板处理设备1可降低因第一注入孔及第二注入

孔的位置所造成的孔图案被转移至完成工艺的基板的转移现象发生的机率，从而提高处理

的均匀性。

[0080] 于此，清除气体单元6可包含多个清除孔61(绘示于图8)及清除主体62(绘示于图

8)。

[0081] 清除孔61注入清除气体。清除孔61可形成于清除主体62。清除孔61可彼此分离地

设置。

[0082] 清除主体62可耦接于盖体3。清除主体62可在向上方向UD上与第三区域A3分离。

[0083] 请参考图8，清除主体62可包含第一清除主体621、第二清除主体622及第三清除主

体623。

[0084] 第一清除主体621设置于第二清除主体622与第三清除主体623之间。第一清除主

体621可被设置为对应于第三区域A3的中心区域A31(绘示于8)。第一清除主体621可经由清

除孔61将清除气体注入至中心区域A31中。中心区域A31设置于第三区域A3的一个区域A32

(绘示于10)与第三区域A3的另一区域A33(绘示于10)之间。该一个区域A32为第一基板100

及第二基板200在从第一区域A1移动至第二区域A2时通过的区域。另一区域A33为第一基板

100及第二基板200在从第二区域A2移动至第一区域A1时通过的区域。

[0085] 第二清除主体622设置为对应于该一个区域A32。第二清除主体622可经由清除孔

61将清除气体注入至该一个区域A32中。等离子体产生机构63(绘示于8)可耦接于第二清除

主体622。等离子体产生机构产生等离子体。因此，在第一基板100及第二基板200从第一区

域A1移动至第二区域A2的过程中，可在该一个区域A32中同时将清除气体注入至第一基板

100及第二基板200以及在第一基板100及第二基板200上进行等离子体处理。第二清除主体

622可使用等离子体激励清除气体并可将激励的清除气体注入至该一个区域A32中。在此情

况下，基于激励的清除气体的处理可在该一个区域A32中对第一基板100及第二基板200进

行。在此情况下，耦接于等离子体产生机构63的第二清除主体622可被实施为如图6所示的
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喷头型或如图7所示的电极结构型。

[0086] 第三清除主体623可被设置为对应于另一区域A33。第三清除主体623可经由清除

孔61将清除气体注入至另一区域A33中。窗体64(绘示于图8)可耦接于第三清除主体623。温

度测量单元(未绘示)可经由窗体64测量通过另一区域A33的第一基板100及第二基板200的

温度。窗体64可由透明材料或半透明材料形成。因此，在第一基板100及第二基板200从第二

区域A2移动至第一区域A1的过程中，可在另一区域A33中同时将清除气体注入至第一基板

100及第二基板200以及在第一基板100及第二基板200上进行温度测量。

[0087] 请参考图12及图13，根据本发明的基板处理设备1可包含突出件8。

[0088] 突出件8在向上方向UD上从支撑单元2的顶面2a突出。突出件8可被设置为对应于

第三区域A3。因此，根据本发明的基板处理设备1可经由使用清除气体的气体屏障以及使用

突出件8的实体屏障来更进一步加强防止第一气体与第二气体混合的预防力。突出件8可在

向上方向UD上从支撑单元2的顶面2a突出，而使得其顶面设置于与安装件21的顶面的高度

相同的高度。突出件8可形成为完全矩形的形状，但不限于此，为了提供介于第一区域A1与

第二区域A2之间的实体屏障，也可形成为如圆盘状的其他形状。突出件8和支撑单元2可被

提供为一体。突出件8可设置于与安装件21分离的位置。

[0089] 因为突出件8及安装件21在向上方向(UD箭头方向)上从支撑单元2的顶面2a突出，

所以第一气体槽81(绘示于图13)可形成于第一区域A1与第三区域A3之间。第一气体槽81可

介于突出件8与安装件21之间且被实施为如谷状(valley)的形状。因此，包含清除气体单元

6注入的清除气体及第一气体注入单元4注入的第一气体的至少之一的残留气体可沿第一

气体槽81流动并可排出至腔体1a的外侧。第二气体槽82(绘示于图13)可形成于第二区域A2

与第三区域A3之间。第二气体槽82可介于突出件8与安装件21之间且被实施为如谷状

(valley)的形状。因此，包含清除气体单元6注入的清除气体及第二气体注入单元5注入的

第二气体的至少之一的残留气体可沿第二气体槽82流动并可排出至腔体1a的外侧。

[0090] 因此，根据本发明的基板处理设备1被实施为经由第一气体槽81及第二气体槽82

顺畅地排出残留气体。并且，由于突出件8及安装件21在向上方向UD上从支撑单元2的顶面

2a突出，因此根据本发明的基板处理设备1被实施为防止经由第一气体槽81及第二气体槽

82排出的残留气体朝向第一基板100及第二基板200渗透。在此情况下，各个突出件8及安装

件21中面向第一气体槽81及第二气体槽82的外表面可发挥作为屏障的功能，其中屏障防止

残留气体朝向第一基板100及第二基板200渗透。因此，根据本发明的基板处理设备1可降低

在第一基板100及第二基板200上由残留气体所造成的诸如沉积速率或蚀刻速率的处理速

率的偏差(deviation)部分出现的程度，从而更进一步提高工艺的均匀性。

[0091] 如上所述的本发明不限于上述实施例及附图，本领域的普通技术人员可清楚地理

解在不脱离本发明的范围及精神下可进行多种修改、变形及替换。
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图4

图5
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图6

图7
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图8

图9
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图12

图13
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